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Introduction

一次元伝導による
電流量向上

三次元構造の高い制御性

高いION/IOFF比を実現
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Si Nanowire FETのオン電流向上の為、
FETのソース・ドレイン部の抵抗低減が有効

ソース・ドレイン部のシリサイド化を利用

ゲート長50nm以下では
NiSiがシリサイドとして有望
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Experiment

Migita.et al . SSDM 2008

バルク上で窒素をドープ
したNiを堆積することで、
Niの拡散を抑える報告
が出ている
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H. Arai, et al, ECS Transactions (2009) 25
(7, ULSI Process Integration 6), 447-454. 

過剰にSi Nanowire中にNiが
拡散する

窒素を導入したNiをSi NanowireのNiシリサイド化に用いる

熱酸化

酸化膜剥離

Ni堆積

Si基板パターニング

（Dry O2）1000℃、30min

ワイヤ方向〈110〉のFin作製
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Box
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BHFにより
Siナノワイヤの
一部を露出

ワイヤ幅5nm~30nm程度の
Siナノワイヤを作製

31

2
Ar雰囲気中 or 
Ar+N2雰囲気中

において、
4条件でNiを堆積

5

4

RTA （Rapid Thermal Anneal）

6 未反応Ni除去後、SEMで観測

Ｎ2雰囲気中で400℃、30sec

30nm SOI基板

BoxBox

7

のシリサイド化
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Annealing Condition：400oC、30sec
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Model①

①Without N2：10nm

③ With N2：5nm
＋Without N2：5nm

④Without N2：5nm
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Conclusion
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窒素導入したNiを用いることに
より、すべてのワイヤサイズで
Niの拡散を抑制した
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SIMSの分析結果よりNi膜中に
2.4×1016[atoms/cm2]の窒素
を確認

SiNanowire中のNi拡散抑制効果はNi-NまたはSi-Nと考えられる
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Niの堆積条件を変えてNi拡散抑制効果を検証
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SIMSの分析よりNi-N結合は不安定であり、アニールによって窒素
がNi膜中から抜け出ることを確認
Ni/Si界面に到達した窒素によってSi-N層が形成される

RTA：400℃、30sec

窒素導入による、Siナノワイヤ内へのNiシリサイド拡散抑制効果は
主にSi-N層の形成によるものと考えられる

窒素導入したNiを用いることにより、すべてのワイヤサイズで
Niの拡散を抑制する


